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Bipolárne tranzistory - SE

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506.
Vypracovanie: 

	UCBmax
	75V
	

	UCER
	50V
	h11e
	2.2k(

	UEbmax
	7V
	h12e
	36000

	ICmax
	0.5A
	h21e
	30-100

	Ptot
	0.8W
	h22e
	12.5(S


Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.2: Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h-parametrov pre pracovné body P1: ICP1 = 1mA, UCEP1 = 5V a P2: ICP2, UCEP2 = 5V.
Vypracovanie: 

pracovný bod  P1:
UB = 0,63 V


P2:
UB = 0,69 V


IB = 22,5 (A


IB = 186 (A


UC = 5,02 V



UC = 5 V


IC = 1 mA



IC = 5,98 mA


( = 44



( = 32


h11 = 1640 (


h11 = 217 (

h21 = 51



h21 = 35


h22 = 1 (S



h22 = 10 (S

Záver: Na danom prístroji sme si zobrazili jednotlivé výstupné charakteristiky a z nich vypočítal jednotlivé napätia, zosilnenie a h-parametre. Týmto sa dalo jednoducho odskúšať, že či je daný tranzistor funkčný.

Úloha č.3: Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. Zmerajte a graficky znázornite tri vstupné charakteristiky IB = f(UBE) pri UCE = konštanta (0V, 0.1V, 5V) a tri výstupné charakteristiky IC = f(UCE) pri IB = konštanta (0µA, IBP1, IBP2) tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. 

Vypracovanie: 
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	UCE = 5V

	IB [mA]
	IC  [mA]

	10(
	0,45

	25(
	1,322

	50(
	2,88

	75(
	4,5

	100(
	6,13

	250(
	17,15

	500(
	39,4

	1
	92,3

	2
	215

	IB[mA]
	UCE = 0V
	UCE = 5V

	
	UBE [mV]
	UBE [mV]

	10(
	510
	603

	25(
	550
	629

	50(
	573
	648

	75(
	589
	658

	100(
	597
	667

	250(
	626
	674

	500(
	649
	666

	1
	671
	650

	2
	695
	580


	             UCE [V]
	IB = 0(A
	IB = 17(A
	IB = 169(A

	
	IC [nA]
	IC [(A]
	IC [mA]

	0
	0
	0
	0

	0,05
	0
	5
	2,87

	0,1
	0
	130
	5,9

	0,2
	0
	736
	9,98

	0,3
	0
	763
	10,24

	0,5
	0
	783
	10,31

	1
	100
	788
	10,47

	2
	200
	796
	10,8

	5
	500
	812
	10,84

	10
	1000
	835
	10,98


Záver: Schéma je navrhnutá na meranie potrebných vstupných a výstupných charakteristík. Pri vstupnej charakteristike nastala veľká skoková zmena napätia preto sme museli tam pridať pomocné body na vykreslenie približne správnej charakteristiky. Pri prevodovej charakteristike sa pri UCB = 10V charakteristika začala nakláňať doľava čo by znamenalo, že tranzistor by tam mal záporný dynamický odpor.

Úloha č.4: V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 ICP1=1mA, UCEP1=5V a P2 ICP2, UCEP2=5V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IB, IC, UBE, UCE a h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc 
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 a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h parametre v pracovnom bode P2 . 

Vypracovanie: 

	
	UCE [V]
	-IC [mA]
	UBE [V]
	IB [(A]

	P1
	5
	1
	0,609
	14

	P1´
	5
	2
	0,631
	28,6

	P1´´
	6
	1
	0,619
	15,3

	P2
	5
	6
	0,666
	83,8

	P2´
	5
	8
	0,67
	104,2

	P2´´
	7
	6
	0,657
	82,5
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Záver: Z hodnôt h - parametrov pre druhý pracovný bod sme si vypočítali prvky pre náhradnú schému tranzistora, t.j. vstupný odpor, zosilňovací činiteľ a výstupnú vodivosť a potom ju vykreslili.

Úloha č.5: Z nameraných charakteristík vypočítajte: 

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup, 

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ β (h21E).

Vypracovanie: 
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prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ

Záver: Pomocou grafu vstupnej charakteristiky daného tranzistora sme si vypočítali jednotlivé prvky, ktoré charakterizujú zvolený tranzistor, napr. prúdový zosilňovací činiteľ nám vyjadruje koľkokrát je výstupný prúd väčší ako vstupný prúd.

Úloha č.6: Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom tranzistora?

 Vypracovanie: 

Saturačná oblasť – tranzistor sa využíva na spínanie

Aktívna oblasť – tranzistor sa využíva na zosilňovanie

Záver: Náčrtok je v obrazovej prílohe.
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